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はじめに 

近年、光通信において WDM システムが多く用

いられているが、Si 系外部共振器と量子ドットレ

ーザを用いた、より温調制御を緩和可能な低消費

電力 WDM システムが提案されている[1]。我々

は、本システムにおいてレーザと外部共振器の結

合損失を低減するために、Si と比較して屈折率の

低く、将来的には通信用光コム光源にも適応でき

る可能性のある SiN 導波路の導入を検討してい

る。今回、SiN 導波路において、1.3-µm帯の分散

特性を検討したので、ご報告する。 

結果 

まず、Si3N4 をコア層、SiO2 をクラッド層とす

る導波路のモード条件について、有限差分法を用

いて解析を行った。本解析では、コア層の高さ h

と幅 w の 2 つをパラメータとし、第一モードの

実効屈折率を求めた。また、波長ごとの屈折率は

[2]の値を参照した (1.3 µm における屈折率は

2.00)。結果を Fig. 1に示す。導波路に波長 1.3 µm

の TE モード光を入射することを仮定した場合、

構造パラメータが白い三角形内のとき、単一モー

ドで伝搬することが確認できた。 

次に、h : w = 1 : 1.5に固定し、断面積を変化さ

せた場合の波長分散について解析を行った。結果

を Fig. 2 に示す。断面積 0.54 µm2（h = 0.6 µm、w 

= 0.9 µm）のとき、波長 1.3 µmにおいてゼロ波長

分散に近づくことが確認できた。ここで、Fig. 2

における A-D 点は、それぞれ Fig. 1 の A-D に対

応していることから、ゼロ波長分散と単一モード

条件の両立は困難である。そのため、ゼロ波長分

散の SiN導波路を作製する際は、テーパ等を用い

て単一モード導波路から広幅導波路への結合が

必要不可欠となる。 

断面積を 0.54 µm2に固定し、h : wを 1:1, 1:1.5, 

1:2, 1:3 と変化させた場合の波長分散について、

特性解析を行った。結果を Fig. 3 に示す。h : w = 

1 : 3 の場合を除いて、波長 1.3 µmにおける波長

分散の変化は小さいことが見て取れた。 
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 Fig. 3 Wavelength dispersion for various SiN 

waveguide with different aspect ratio. 

Fig. 2 Wavelength dispersion for various SiN 

waveguide with different cross-sectional area. 

Fig. 1 Effective refractive index of SiN waveguide 

as a function of core height h and width w. 
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